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半導体エッチングプロセスの研究開発のため、エッチン

グ前後の二酸化シリコン（SiO2）膜の表面構造や組成変

化の解析を目的とする。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

走査プローブ顕微鏡 2(SPM2)[SPM-9600・9700] 
【実験方法】 

エッチング前後の SiO2膜付ウエハー試料を、走査プロ

ーブ顕微鏡を用いて表面をそれぞれ分析した。 
 

試料によって、元の表面形態が違うので、まず、元の試

料膜（エッチング前）を AFM で表面の形態を分析した。

Fig. 1 に 1 つの例として SiO2 の表面を示す。Ra 値は

0.587 nm だった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 Surface analysis of pristine SiO2 by AFM. 

 
SiO2 から形成した絶縁膜に、エッチングした表面の形

態も AFM で分析した（Fig. 2）。データによると、エッチン

グした後の Ra 値（1.152 nm）はエッチング前より大きくな

った。 

 
Fig. 2 Surface analysis of etched SiO2 by AFM. 

 
他の試料も同じエッチングプロセスを受けて、前後の

Ra値はほとんどエッチング前より大きくなった。それはエッ

チングの証となる。 
 

 
Fig. 3 Summary of surface roughness. 
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